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in high density epitaxial Fe3O4-nanodots. 
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【背景】我々は、ユビキタス元素だけからなる ReRAM材料の実現を目指して、Si基板上へ高品

質な鉄酸化物ナノドットを形成することに注目してきた[1,2]。前回、高密度 α-FeSi2ナノドット

[3]を成長核として Fe3O4-ナノドットを Si基板へエピタキシャル成長する技術を開発した [4]。

今回、本 Fe3O4-ナノドットの抵抗スイッチング特性を検出し、更に、成長温度を変化させて

Off/On 抵抗比の最適化を試みた。 

【方法】Si(111)清浄表面上に 1原子層（ML）の厚みを有する極薄 Si酸化膜を形成し、その上に

Si蒸着（基板温度 500oC）と Fe蒸着（基板温度 400oC～450oC）を順次行うことで、α-FeSi2ナノ

ドット核をエピタキシャル成長した[3]。その後、酸素分圧 2×10-4 Pa下で Feを蒸着（成長温度

Ts=200oC～400oC）し、α-FeSi2核上に Fe3O4-をエピタキシャル成長した。ナノドット表面形状と

電気特性は原子間力顕微鏡法（C-AFM）、価数状態は X 線光電子分光法（XPS）を用いて評価し

た。  

【結果】図 1は Fe3O4-の成長温度 Tsが 200oC、

400oCの XPS Fe 2p スペクトルの結果である。

成長温度の上昇に伴い、[Fe3+]/[Fe2+]比が増加

し、酸化が進んでいることがわかる。図 2は成

長温度 Tsが 200oC、300oC での I-V 特性であ

り、いずれも抵抗スイッチング特性が観測され

たが、Off/On抵抗比は成長温度に強く依存すること

がわかった。本講演では、成長温度、価数状態、

Off/On抵抗比の関係について議論する。 
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図 2 Fe3O4-の I-V特性 

図 1 Fe3O4-ナノドットの Fe 2p スペクトル 

[Fe3+]:[Fe2+]=2.2 : 1 [Fe3+]:[Fe2+]=1.8 : 1 

 

第76回応用物理学会秋季学術講演会 講演予稿集 (2015 名古屋国際会議場)13p-2H-7 

© 2015年 応用物理学会 05-071

mailto:yoshikimaeda113@s.ee.es.osaka-u.ac.jp

